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グラフェンは高速・低消費電力デバイスへの応用が期待されているが、バンドギャップがゼ

ロであるためロジック FET への応用に課題がある。我々は独自のグラフェンのフッ化プロセス

を構築し、キャリア局在性のゲート電圧による制御を示した[1,2]。またグラフェンを部分的に

フッ化した FET によるオン/オフ比向上の可能性が示されている[3]。しかしフッ化グラフェン

―グラフェンヘテロ構造の界面(GrF/Gr 界面) の詳細な解析がなされていなかった。本研究では

GrF/Gr 界面における輸送特性を解明することを目標とし、横型 GrF/Gr ヘテロ構造の作製プロセ

スを構築した。 

作製したデバイスの断面構造を Fig.1 に示す。GrF と Gr 界面のショットキーバリアをゲート

電圧制御するデバイスである。グラフェンを機械的剥離法によって SiO2 (285 nm) / Si 基板上に

作製し、EB リソグラフィによりグラフェンの半分をレジスト(ZEP520A)で保護した。Ar/F2 プラ

ズマ中に試料をさらすことによって露出部分のグラフェンにフッ化処理を行った後、電極

(Ti/Au)を形成した。 

Fig.2a に光学顕微鏡写真を示す。Fig.2b はラマン分光による横型 GrF/Gr ヘテロ接合チャネル

領域の D ピーク(1350cm-1)の 2 次元分布である。フッ化により D ピークは増大するため、その

強度によりフッ化部分を見分けることができる。D ピーク強度の大きい部分（赤色）は設計で

のフッ化領域に一致しており、均一な GrF-Gr ヘテロ界面を形成することに成功した。 

本デバイスの計測により、GrF-Gr 界面におけるバンド構造及びバイアス印加時の挙動を知る

ことができる。又、提案するデバイスの作製に Ar/F2 プラズマによるフッ化プロセスが適当であ

るかを判定することができる。 
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Fig.1 Cross-sectional view of the 

lateral hetero-structure FET 

Fig. 2     (a) Optical microscope image and (b) D-peak 

mapping of lateral GrF/Gr hetero-junction 
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